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【はじめに】 マグネシウムシリサイド(Mg2Si)は、室温で約 0.6eVの禁制帯幅 (Eg)を持つ間接遷

移型半導体であり、Snとの混晶化により Egを約 0.3eVまで制御できるため、波長 4μm以下の赤

外受光素子への応用が期待される[1,2]。これまでに、n 型 Mg2Si 基板に p 型不純物である Ag を熱

拡散させた pn接合フォトダイオードにおいて、波長 2μm以下での光応答が得られることを報告

してきた [3-5]。しかし、表面に不透明な Au 電極があるため、表面入射での光感度は小さかった。

そこで本研究では、裏面電極を部分的に形成し、入射光を遮らない形で裏面からの光入射を行い、

分光感度特性を評価したので報告する。 

【実験方法】 裏面を鏡面研磨したn型Mg2Si基板(n= ～

10
15

cm
-3

)上に、Au/Sb を蒸着し、ランプアニール炉を用

いて Ar 雰囲気中で 550℃、30 分でアニール処理を行っ

た。その後、基板の表面を厚さ約 0.2mmまで鏡面研磨し、

メタルマスクを用いて直径 0.6mm の Ag 拡散源と、Au

電極を真空蒸着し、Ar雰囲気中で 480℃、10分で熱拡散

を行うことで p層の形成を行った。試作した素子は、電

流電圧(J-V)測定及び分光感度測定により評価した。 

【実験結果と考察】 図.1は素子の表面及び裏面入射に

よる分光感度スペクトルである。裏面入射による分光感

度スペクトルの強度は約 4.7 倍であり、電極での入射光

の遮断がないために高い感度を示している。また、裏面

入射では強度が強いことからスペクトルの立ち上がり

が 2100nm付近にあることが明瞭にわかる。ピーク波長

は、表面入射の 1200nm に対し、裏面入射では 1700nm

付近にある。これは、基板での吸収の影響と考えられる。 
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(a) 表面照射によるスペクトル 

図.1  試作した素子の分光感度スペクトル 

(b)  裏面照射によるスペクトル 
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